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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Messwertaufnehmer und ein Verfahren zu dessen Herstellung 

@ Es wird ein Me&wertaufnehmer vorgeschlagen, der ein 
an einem Tragerteil (2) angebrachtes Sensorelement zur 
Erfassung eines Mefcwertes und eine elektronische Me£- 
schaltung (4) fur den erfaftten Mefcwert aufweist. An ei- 
nem Tragerteil (2) ist das Sensorelement (3), die MeS- 
schaltung (4), die Kontaktstifte (8) und die Verbindungslei- 
tungen (9, 10, 11) angebracht, wobei das Tragerteil (2; 7) 
aus einem mit Palladium gefullten Kunststoffkorper be- 
steht, auf den an vorgegebenen Stellen Leiterbahnen (9, 
10, 11) zur Bildung der Verbindungsleitungen galvanisch 
anbringbar sind. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft einen MeBwertaufnehmer, insbe- 5 
sondere einen elektrischen MeBwertaufnehmer fur Bewe- 
gungen eines mechanischen Teils, nach dem Oberbegriff des 
Hauptanspruchs und ein Verfahren zu dessen Herstellung. 

Bei einem aus der DE 38 27 937 Al bekannten MeBwert- 
aufnehmer ist eine MeBschaltung mit einem Sensorelement 10 
auf Tragerteilen angeordnet und mit einem Gehause umge- 
ben. Das Gehause weist ein kappenartiges AnschluBteil auf, 
welches das eine Ende eines AnschluBkabels aufnimmt. Das 
kappenartige AnschluBteil, das ein erstes Tragerteil bildet, 
nimmt ein zweites Tragerteil auf, welches zusammen mit ei- 15 
nem vierten Tragerteil ein drittes Tragerteil aufnimmt und 
zum ersten Tragerteil positioniert ist. 

Die elektronische MeBschaltung ist zwischen dem dritten 
Tragerteil und dem vierten Tragerteil in einer Kammer ange- 
ordnet und mittels einer GieB masse vergossen. Diese elek- 20 
tronische Schaltung ist mit einem Leitungsstiick verbunden, 
welches zwischen dem zweiten und vierten Tragerteil in 
Richtung auf das Sensorelement gefuhrt ist. Im Bereich des 
Sensorelementes ist zum zweiten und vierten Tragerteil ein 
weiteres Tragerteil angeordnet, welches das Sensorelement 25 
aufnimmt. Das Gehause umgibt dabei zumindest teilweise 
das zweite, dritte, vierte und ein weiteres Tragerteil und 
greift an dem ersten Tragerteil, welches als das kappenfor- 
mige AnschluBteil ausgebildet ist, an. Damit der MeBwert- 
aufnehmer in seiner bestimmungsgemaBen Position ange- 30 
ordnet werden kann, ist ein weiteres Tragerteil vorgesehen, 
welches eine Bohrung zur Aufnahme des Gehauses auf weist 
und darin den MeBwertaufnehmer tragt. 

Eine derartige Ausgestaltung eines elektrischen MeB- 
wertaufnehmers weist vor allem den Nachteil auf, daB, wie 35 
oben beschrieben, eine Vielzahl von Tragerteilen erforder- 
lich ist, um die MeBschaltung aufzunehmen und um eine 
elektrische Verbindung zwischen dem Sensorelement und 
dem AnschluBkabel mittels elektrischer Verbindungsleitun- 
gen zu schaffen. Dies erfordert eine komplizierte Ausbil- 40 
dung der zahlreichen Tragerteile, wodurch hohe Werkzeug- 
kosten entstehen. Weiterhin ist die Montage aufgrund der 
hohen Anzahl von Tragerteilen kostenintensiv. Hinzu 
kommt, daB durch die komplizierte Ausgestaltung der Tra- 
gerteile und die dadurch bedingte zwangsweise Reihenfolge 45 
der Montage eine hohe Fehierquote beziiglich der Funkti- 
onstiichtigkeit eines derartigen elektrischen MeBwertauf- 
nehmers gegeben ist. 

Vorteile der Erfindung 50 

Der MeBwertaufnehmer nach der eingangs erwahnten 
Gattung ist mit den erfindungsgemaBen Merkmalen des 
Hauptanspruchs in vorteilhafter Weise weitergebildet, da 
hier ein einfacher und kompakter Aufbau moglich geworden 55 
ist. Auf einfache Weise sind an einem einzigen Tragerteil 
das Sensorelement, die MeBschaltung, die Kontaktstifte und 
die Verbindungsleitungen angebracht. Das Tragerteil be- 
steht erfindungsgemaB aus einem mit Palladium gefiillten 
Kunststoffkorper, auf den an vorgegebenen Stellen Leiter- 60 
bahnen zur Bildung der Verbindungsleitungen galvanisch 
anbringbar sind. 

Bei einer alternativen Ausfuhrungsform des MeBwertauf- 
nehmers sind an einem ersten Tragerteil das Sensorelement, 
die MeBschaltung und die Verbindungsleitungen; die Kon- 65 
taktstifte sind an einem weiteren Tragerteil angebracht. 
Auch hier besteht das erste Tragerteil aus einem mit Palla- 
dium gefullten Kunststoffkorper, auf den an vorgegebenen 
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Stellen Leiterbahnen zur Bildung der Verbindungsleitungen 
galvanisch anbringbar sind. Mit dieser zweiteiligen Version 
des Tragerteils konnen auf einfache Weise verschiedene 
Langenversionen des MeBwertaufnehmers realisiert wer- 
den, da das weitere Tragerteil mit den Kontaktstiften separat 
auf das erste Tragerteil aufgesetzt werden kann. Die Kon- 
taktstifte konnen in beiden Fallen galvanisch durch eine Cu- 
oder Sn-Schicht aufgebracht werden oder auch durch ein 
metallisches Einlegeteil hergestellt werden. 

Um den MeBwertaufnehmer als Phasengeber zur Erf as- 
sung des Drehwinkeis in einer mechanischen Anordnung 
auszubilden, ist beispielsweise das Sensorelement aus ei- 
nem in das Tragerteil eingegossenen oder verspannten Ma- 
gneten gebildet und mit einem Hall-Element, als Bestandteil 
der MeBschaltung, wird eine Beeinflussung des Magnetfel- 
des durch ein drehendes Teil detektiert. 

Die Hersteilung des erfindungsgemaBen MeBwertaufneh- 
mers kann insbesohdere dadurch vereinfacht werden, daB 
separate elektronische Bauelemente und/oder integrierte 
elektronische Schaltungen der MeBschaltung direkt auf die 
Oberflache des Tragerteils fur das Sensorelement aufge- 
bracht werden konnen. Die elektrischen Anschlusse werden 
dabei durch Reflowibten oder Bonden der AnschluBdrahte 
mit den als Leiterbahnen fungierenden Stellen der Oberfla- 
che des Tragerteils in besonders vorteilhafter Weise herge- 
stellt. 

Es ist weiterhin besonders vorteilhaft, wenn die Verbin- 
dungsleitungen, insbesondere in Langsrichtung zwischen 
dem Sensorelement und den Kontaktstiften, auf der Oberfla- 
che des Tragerteils Wellen zur Ermoglichung einer Langs- 
dehnung aufweisen. Hiermit kann auf einfache Weise eine 
Temperaturausdehnung des Tragerteils kompensiert wer- 
den. 

Bei einem besonders vorteilhaften Herstellungsverfahren 
wird in einem ersten Verfahrensschritt eines sogenannten 
"Molded Interconnected Device (MID)"-Herstellungsver- 
fahrens zunachst das mit Palladium gefullte Tragerteil 
spritzgegossen. In einem zweiten Verfahrensschritt werden 
die Bereiche des Tragerteils, an denen keine elektrisch lei- 
tenden Verbindungen entstehen soilen, mit einer Kunststoff- 
Schutzschicht bespritzt. In einem dritten Verfahrensschritt 
werden sodann die elektrischen Verbindungsleitungen gal- 
vanisch auf die nicht umspritzte Oberflache des Tragerteils 
aufgebracht, wodurch sich die Leiterbahnen herausbilden. 

In einem vierten Verfahrens schritt wird das Sensorele- 
ment und die MeBschaltung angebracht. Hierbei kann bei- 
spielsweise der Magnet mit Rippen auf Abstand gehalten 
und lagefixiert im Tragerteil montiert werden. Die somit 
montierten Bauelemente konnen im Bereich des Sensorele- 
ments noch mit einem Kunststoff- oder Keramikdeckel ab- 
gedeckt, verklebt oder warmverstemmt werden. Anschlie- 
Bend wird in einem funften und letzten Verfahrensschritt die 
gesamte Anordnung mit Kunststoff umspritzt. 

Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele des erfindungsgemaBen MeBwert- 
aufnehmers werden anhand der Zeichnung erlautert. Es zei- 
gen: 

Fig. 1 einen Schnitt durch einen MeBwertaufnehmer mit 
einem Tragerteil fur das Sensorelement und einem weiteren 
Tragerteil fur das Kontaktelement; 

Fig. 2 eine Detailansicht von gewellten Leiterbahnen auf 
dem Tragerteil; 

Fig. 3 eine Ansicht auf den MeBwertaufnehmer nach Fig. 
1 von vorn auf die Kontaktstifte und 

Fig. 4 einen Schnitt durch einen MeBwertaufnehmer mit 
einem einstuckigen Tragerteil fur das Sensorelement und fur 
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das Kontaktelement mil einer Kunststoff-Umspritzung als 
Gehause. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

5 

In Fig. 1 ist ein MeBwertaufnehmer 1 gezeigt, der als Pha- 
sengeber fur eine DrehwinkelmeBung oder als Drehzahlsen- 
sor beispielsweise in Kraftfahrzeugen einsetzbar ist. Der 
MeBwertaufnehmer 1 weist ein Tragerteil 2 auf, das aus ei- 
ner mit Palladium gefullten Kunststoffmasse in der benotig- 10 
ten Form gegossen ist. 

Im unteren Teil des Tragerteils 2 ist ein Magnet 3 als Be- 
standteil eines Sensorelements und eine, in einer fiir sich be- 
kannten Art und Weise arbeitende MeBschaltung 4 angeord- 
net, die mit einer Keramikkappe 5 verschlossen ist. Im Inne- 15 
ren des Tragerteils 2 kann aus Kostengriinden eine einfache 
Fullmasse 6, ev. auch ein Nichteisenmetall, angebracht wer- 
den. Am oberen Ende des Tragerteils 2 ist bei diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel ein weiteres Tragerteil 7 angeordnet, das 
Kontaktstifte 8 fur ein auBeres, hier nicht dargestelltes, An- 20 
schluBkabel tragt. 

Auf den Tragerteilen 2 und 7 sind Leiterbahnen 9, 10 und 
11 als Verbindungsleitungen zwischen der MeBschaltung 4 
und den Kontaktstiften 8 mit einem sogenannten "Molded 
Interconnected Device (MID)" -Hers tellungsverfahrens auf- 25 
gebracht. Die Leiterbahnen 9, 10 und U konnen dabei be- 
vorzugt auch gewellt sein, wie es in Fig. 2 im Detail darge- 
stellt ist. Die Lage dieser Verbindungsleitungen 9, 10 und 11 
auf den Tragerteilen 2 und 7 ist aus einer anderen Ansicht 
des MeBwertaufnehmers 1 nach Fig. 3 deutlich ersichtlich. 30 

Bei dem zuvor erwahnten MID-Herstellungsverfahren 
wird zunachst das mit Palladium gefiillte Tragerteil 2 bzw. 7 
spritzg egos sen. In einem zweiten Verfahrensschritt werden 
die Bereiche des Tragerteils, an denen keine Leiterbahnen 9, 
10 oder 11 entstehen sollen, mit einer KunststofT-Schutz- 35 
schicht bespritzt. In einem dritten Verfahrensschritt werden 
sodann die Leiterbahnen 9, 10 und 11 galvanisch auf die 
nicht umspritzte Oberflache des Tragerteils 2 und 7 aufge- 
bracht. 

In einem vierten Verfahrensschritt wird der Magnet 3 als 40 
Teil des Sensorelements und die MeBschaltung 4 ange- 
bracht. Hierbei kann beispielsweise der Magnet 3 mit Rip- 
pen auf Abstand gehalten und lagefixiert im Tragerteil 2 
montiert werden. Die somit montierten Bauelemente 3 und 4 
sind beim Ausfuhrungsbeispiel mit einem aufgeclipsten Ke- 45 
ramikdeckel 5 abgedeckt und in einem fiinften und letzten 
Verfahrens schritt wird die gesamte Anordnung mit Kunst- 
stoff, z. B. mitPAG.6GF35, umspritzt. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 4 ist nur ein Trager- 
teil 2 vorhanden, das im unteren Teil den Magneten 3 und 50 
die MeBschaltung 4 und im oberen Teil die Kontaktstifte 8 
tragt. Ansonsten ist das Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 4 
identisch mit dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 1 . Aus 
der Fig. 4 ist auch noch das Gehause 12 als Ergebnis der 
Kunststoff-Umspritzung zu erkennen. Dieses Gehause 12 55 
kann beispielsweise iiber ein Gewinde 13 und einen Dich- 
tungsring 14 im Bereich eines drehenden Teiis in einem 
Kraftfahrzeug montiert werden. Ein kappenformiges An- 
schluBteil 15 sorgt hierbei fur eine geschiitzte AnschluB- 
mdglichkeit von auBeren AnschluBkabeln an die Kontakt- 60 
stifte 8 im oberen Bereich des Tragerteils 2. 

Patentanspriiche 

1 . MeBwertaufnehmer nut 65 
- einem Gehause (12), das folgende Bauelemente 
umschlieBt 

- ein an einem Tragerteil (2) angebrachtes 
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Sensorelement (3) zur Erfassung eines MeB- 
wertes, 

- eine elektronische MeBschaltung (4) fur 
den erf aB ten MeBwert, 

- ein an einem Tragerteil (2; 7) angebrachtes 
Kontaktelement mit Kontaktstiften (8) fur 
die Weiterleitung elektrischer Ausgangssi- 
gnale, 

- elektrische Verbindungsleitungen (9, 10, 
11) zwischen dem Sensorelement, der MeB- 
schaltung (4) und den Kontaktstiften (8) und 

- eine Kunststoff-Umspritzung als Gehause 
(12) fur die Bauelemente 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- an einem Tragerteil (2) das Sensorelement (3), 
die MeBschaltung (4), die Kontaktstifte (8) und 
die Verbindungsleitungen (9, 10, 11) angebracht 
sind, wobei das Tragerteil (2; 7) aus einem mit 
Palladium gefullten KunststofTkorper besteht, auf 
den an vorgegebenen Stellen Leiterbahnen (9, 10, 
11) zur Bildung der Verbindungsleitungen galva- 
nisch anbringbar sind. 

2. MeBwertaufnehmer mit 

- einem Gehause (12) , das folgende Bauele- 
mente umschlieBt: 

- ein an einem Tragerteil (2; 7) angebrachtes 
Sensorelement (3) zur Erfassung eines MeB- 
wertes, 

- eine elektronische MeBschaltung (4) fur 
den erf aB ten MeBwert, 

- ein an einem Tragerteil (2; 7) angebrachtes 
Kontaktelement mit Kontaktstiften (8) fur 
die Weiterleitung elektrischer Ausgangssi- 
gnale, 

- elektrische Verbindungsleitungen (9, 10, 
11) zwischen dem Sensorelement (3), der 
MeBschaltung (4) und den Kontaktstiften (8) 
und 

- eine Kunststoff-Umspritzung als Gehause 
(12) fiir die Bauelemente 

dadurch gekennzeichnet," daB 

- an einem ersten Tragerteil (2) das Sensorele- 
ment (3) die MeBschaltung (4) und die Verbin- 
dungsleitungen (9, 10, 11) sowie an einem weite- 
ren Tragerteil (7) die Kontaktstifte 8) angebracht 
sind, wobei die Tragerteile (2, 7) aus einem mit 
Palladium gefullten KunststofTkorper bestehen, 
auf den an vorgegebenen Stellen Leiterbahnen (9, 
10, 11) zur Bildung der Verbindungsleitungen gal- 
vanisch anbringbar sind. 

3. MeBwertaufnehmer nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet daB 

- das Sensorelement aus einem in das Tragerteil 
(2; 7) eingegossenen oder verspannten Magneten 
(3) und einem Hall-Element besteht. 

4. MeBwertaufnehmer nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

- separate elektronische Bauelemente und/oder 
integrierte elektronische Schaltungen direkt auf 
die Oberflache des Tragerteils (2; 7) fur das Sen- 
sorelement (3) aufgebracht sind, wobei die elek- 
trischen Anschlusse durch Reflowloten oder Bon- 
den mit den als Leiterbahnen (9, 10, 11) fungi e- 
renden Stellen der Oberflache des Tragerteils (2; 
7) herstellbar sind. 

5. MeBwertaufnehmer nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

- die Verbindungsleitungen (9, 10, 11), insbeson- 
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dere in Langsrichtung zwischen dem Sensorele- 

ment (3) und den Kontaktstiften (8), auf der Ober- 

flache des Tragerteiis (2) Wellen zur Ermogli- 

chung einer Langsdehnung aufweisen. 
6. Verfahren zur Herstellung eines MeBwertaufneh- 5 
mers nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, da- 
durch gekennzeichnet, da!3 

- in einem ersten Verfahrensschritt eines MID- 
Herstellungsverfahrens des mit Palladium gefullte 
Tragerteil (2; 7) spritzgegossen wird, 10 

- in einem zweiten Verfahrensschritt auf die Be- 
reiche des Tragerteiis (2; 7), an denen keine elek- 
trisch leitenden Verbindungen (9, 10, 11) entste- 
hen sollen, eine Kunststofrschutzschicht aufge- 
spritzt wird, 15 

- in einem dritten Verfahrensschritt die Verbin- 
dungsleitungen (9, 10, 11) galvanisch auf die 
Oberflache des Tragerteiis (2; 7) aufgebracht wer- 
den und 

- in einem vierten Verfahrensschritt das Sensor- 20 
element (3) und die MeBschaltung (4) angebracht 
werden sowie in einem funften Verfahrensschritt 
die gesamte Anordnung mit KunststofT umspritzt 
wird. 

25 
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